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PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Matteo Meneghini

A seguito della discussione dei titoli, la commissione decide all'unanimita di confermare i
punteggi preliminarmente determinati al termine della riunione n. 2. Per la valutazione delle
pubblicazioni la commissione ha deciso di far riferimento alla banca dati ISI Web of Science e di
prendere come riferimento i dati bibliometrici analitici e complessivi calcolati alla fine del mese di
Settembre 2013.

Tra le 24 pubblicazioni presentate da Matteo Meneghini ai fini del concorso, 23 sono presenti
nella banca dati ISI.

Valutazione dei titoli

a) dottorato di ricerca: punti 10
b) didattica a livello universitario, svolta unicamente in ltalia punti 7
c) documentata attivita di ricerca, svolta unicamente in Italia punti 3
d) attivita in campo clinico punti 0
e) attivita progettuale punti 0
f) partecipazione a gruppi di ricerca internazionali punti 4
g) titolarita di brevetti: cotitolare di 4 domande di brevetto punti 5
h) relatore a congressi internazionali: 6 relazioni ad invito punti 5
i) premi e riconoscimenti internazionali: 3 nazionali, 3 internaz. punti 5
j) diploma di specializzazione europea punti O
Totale titoli punti 39

Valutazione della produzione scientifica

Si riporta nel seguito la lista delle 24 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione
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3. M. Meneghini, A. Tazzoli, G. Mura, G. Meneghesso, and E. Zanoni, "A review on the
physical mechanisms that limit the reliability of GaN-based LEDs", IEEE Transactions on Electron
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Ueda, "Extensive analysis of the degradation of Blu-Ray laser diodes", IEEE Electron Device
Letters, vol. 29, no. 6, pp. 578-581,2008, ISSN: 07413106, DOI: 10.1109/LED.2008.921098.

6. M. Meneghini, L.-R. Trevisanello, U. Zehnder, G. Meneghesso, and Enrico Zanoni,
"Reversible degradation of ohmic contacts on p-GaN for application in high brightness LEDs",
IEEE Transaction on Electron Devices, vol. 54, no. 12, pp. 3245 - 3251, 2007, ISSN: 00189383,
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Zanoni, "A model for the thermal degradation of metal/(p-GaN) interface in GaN-based LEDs",
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Rainer Butendheich, Christian Leirer, Berthold Hahn, Gaudenzio Meneghesso, and Enrico Zanoni,
"Analysis of Defect-Related Localized Emission Processes in InGaN/GaN-Based LEDs", IEEE
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pubblicazioni e di 13,95. Seguendo i criteri identificati nel verbale n. 1, la commissione attribuisce i

seguenti punteggi:

Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione
Numero totale delle citazioni

(335 citazioni, 1 punto ogni 30 citazioni, fino a 10 punti) punti 10
Numero medio delle citazioni (13,95 10 punti oltre 10) punti 10
Pubblicazioni con il candidato come primo autore (23 su 24) punti 15
Totale pubblicazioni
Tesi di dottorato (non presentata)
Saggi inseriti in opere collettanee
(libro a diffusione internazionale, pubblicazione n.23)
Per un totale di punti 40.
N. | Pubblicazione Citazioni
1| A review on the reliability 61
2 | Influence of short-term low 34
3 | A review on the physical mechanism 43
4 | High-temperature degradation 29
5 | Extensive analysis of the degradation 14
6 | Reversible degradation of ohmic 18
7 | A combined electro-optical 26
8 | Time-dependent degradation of AlGaN/GaN 14
9| A model for the thermal degradation 9
10 | Soft and hard failures of InGaN 9
11| Investigation of trapping 6
12 | Extensive analysis of the luminescence 10
13 | Leakage current and reverse-hias luminescence 8
14 | Degradation of high-brightness 8
15 | Analysis of defect-related 7
16 | Degradation of InGaN-based laser 7
17 | Time- and field-dependent trapping 7
18 | Reliability of deep-UV Light 7
Degradation of InGaN-based laser diodes
19| analyzed 7
20 | Analysis of the role of current 3
21| Investigation of the deep level involved 4
22 | Electron and hole related luminescence 3
23 | Electrical properties ... 0
24 | Analysis of the reliability of AlIGaN/GaN HEMT 1

Punteggio totale titoli: punti 39

Punteggio totale pubblicazioni: punti 40

Punteggio totale: punti 79

punti 35

punti

punti
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Giudizio sulla prova orale : il candidato dimostra un'ottima conoscenza dei temi scientifici trattati
nelle sue pubblicazioni e una buonissima padronanza della lingua inglese. La commissione
all'unanimita valuta la prova orale come eccellente.

La commissione individua quale candidato idoneo Matteo Meneghini il quale ha conseguito una
valutazione complessiva di 79 punti.

Padova, 25 febbraio 2014.
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